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청

청 항 1 

;　 

상   상에 치하고, 에  다  에 비해 폭    어도 하나 재하는 픽 극;

상   상에 치하고, 상  픽 극  상   할시  시키는 크; 

상  픽 극  상   상에 치하는 층  포함하 , 

상  픽 극    상  가 할  고, 

상  크에  상  픽 극   과 는 크  께는, 상  크에  상  픽 극  

역과 는 크  께보다 낮  것  특징  하는 시 .

청 항 2 

 1항에 어 ,

상  크에  상  픽 극   과 는 크  루는 층 수는, 

상  크에  상  픽 극  역과 는 크  루는 층 수보다  것  특징  하는 

시 .

청 항 3 

 1항에 어 ,

상  크에  상  픽 극   과 는 크  단 층  루어지고,

상  크에  상  픽 극  역과 는 크  층  루어지 ,

상  크에  상  픽 극  역과 는 크   하 층 , 상  크에  상  픽 극  

 과 는 크 과 동 한 질  루어진 것  특징  하는 시 .

청 항 4 

 3항에 어 ,

상  크에  상  픽 극  역과 는 크   상 층  수 (Hydrophobic)  갖는 

질  루어진 것  특징  하는 시 .

청 항 5 

 3항에 어 ,

상  크에  상  픽 극   과 는 크   상  크에  상  픽 극  역과

는 크   하 층  질  루어진 것  특징  하는 시 .

청 항 6 

 3항에 어 ,

상  크에  상  픽 극  역과 는 크   하 층  폭  상 층  폭보다 큰 것  특징

 하는 시 . 

청 항 7 
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 1항에 어 ,

상  크에  상  픽 극   과 는 크  께는,

상  층  께보다 낮  것  특징  하는 시 .

청 항 8 

 1항에 어 ,

상  층  다 층  루어지고, 

상  층  다 층  어도 하나  층  액 공 에 해  것  특징  하는 시 .

청 항 9 

 1항에 어 ,

상  픽 극    커  포 트(Cutting Point)  것  특징  하는 시 .

청 항 10 

 상에 치하는 평탄 층;　 

상  평탄 층 상에 치하고, 에  다  에 비해 폭    어도 하나 재하는 픽 극;

상  평탄 층 상에 치하고, 상  픽 극에  상   할시  시키는 크; 

상  픽 극  상   상에 치하는 층  포함하 ,

상  픽 극    상  가 할  고,

상  크  께는 상  층  께보다 낮  것  특징  하는 시 .

청 항 11 

 10항에 어 ,

상  층  친수 (Hydrophilic)  갖는 질  루어지고, 

상  평탄 층  수 (Hydrophobic)  갖는 질  루어진 것  특징  하는 시 . 

청 항 12 

 10항에 어 ,

상  평탄 층  수  질  포함하거나,  수  처리  것  특징  하는 시 .

청 항 13 

 10항에 어 ,

상  크는 질  루어진 것  특징  하는 시 .

청 항 14 

 10항에 어 ,

상  층  다 층  루어지고, 

상  층  다 층  어도 하나  층  액 공 에 해  것  특징  하는 시 .

청 항 15 

 상에 치하고, 에  다  에 비해 폭    어도 하나 재하는 픽 극;

상  픽 극  가 리  첩 도  치하고, 가 상  픽 극   에 어  크;
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상  픽 극  상   상에 치하는 층  포함하 ,

상  크에  상  픽 극   과 는 크  께는 상  층  께보다 낮  것  특

징  하는 시 치.

청 항 16 

 15항에 어 ,

상  층  액 공 에 해  것  특징  하는 시 치.

청 항 17 

 15항에 어 ,

상  크에  상  픽 극   과 는 크  질  루어진 것  특징  하는 

시 치.

청 항 18 

 15항에 어 ,

상  크에  상  픽 극   과 는 크  께는,

상  크에  상  픽 극  역과 는 크  께보다 낮  것  특징  하는 

시 치.

청 항 19 

 15항에 어 ,

상  과 상  크 사 에 치하는 평탄 층  포함하 ,

상  평탄 층  수  갖는 질  루어지거나, 수  질  포함하거나,  수  처리  것

특징  하는 시 치.

 

 술  야

시   시 치에 한 것 다.[0001]

 경  술

평 시 치 야에 , 지 지는 가볍고 가  액 시 치가 리 사 어 나, 액 시[0002]

치는 스스  빛  생 하지 못하는 수  (non-emissive device)여 , 도(brightness), 비(contrast

ratio), 시야각(viewing angle)   등에 단  다.

에 라, 러한 액 시 치  단  극복할 수 는 새 운 평 시 치  개  하게 개 고 [0003]

는 , 새 운 평 시 치  하나  시 치는 스스  빛  생 하는 므 , 액 시 치

에 비하여 도, 시야각  비 등  우수하 , 라 트가 필 하지 않  에 경량  가능하고, 

비  측 에 도 리하다.

시 치  시  각 역  막트랜지스 에 연결   사 는[0004]

빛  하여 상  시하는 ,  는 양극(anode)과 극(cathode) 사 에  루어진 

층  하고  가함  빛  내는 , 낮  압에  동  가능하고,  가 비

 고, 가볍고 연 (flexible)  상 에도  가능한 특징  갖는다.

한편, 시 치   량생산  필 에 라, 액 공 에 한 개  하게 개 고 [0005]

다.  특   량  생한  경우  리 어  비한  리 시   갖는  에  어 ,  개
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낮아지고, 액 공   층   균 하 , 공 에  생하는 염 질   염

또는 열 시킴 , 도 등  시감 특  하 고, 수  감 는  생한다.

 내

해결하 는 과

본   시   시 치  개  향상시키고,  루어진 층  [0006]

균 도  향상시키 , 시감 특  개 하고,  염  열  지하여 수  향상시키는  다.

과  해결 수단

술한  해결하  하여, 본 에  시 , ,  상에 치하고, 에[0007]

다  에 비해 폭    어도 하나 재하는 픽 극,  상에 치하고, 픽 극  

할시  시키는 크  픽 극   상에 치하는 층  포함할 수 다. 

여 , 술한 픽 극    가 할  고, 크에  픽 극   과 는[0008]

크  께는, 크에  픽 극  역과 는 크  께보다 낮  수 다.

다  측 에 , 본 에  시 ,  상에 치하는 평탄 층, 평탄 층 상에 치하고,[0009]

에  다  에 비해 폭    어도 하나 재하는 픽 극, 평탄 층 상에 치하고, 상

픽 극에  상   할시  시키는 크  픽 극  상   상에 치하는 층  포

함할 수 다.

여 , 픽 극    가 할  고, 크  께는 층  께보다 낮  수 다.[0010]

또다  측 에 , 본 에  시 치는,  상에 치하고, 에  다  에 비해 폭[0011]

  어도 하나 재하는 픽 극, 픽 극  가 리  첩 도  치하고, 가 픽 극

 에 어  크  픽 극   상에 치하는 층  포함할 수 다.

, 크에  픽 극   과 는 크  께는 층  께보다 낮  수 다.[0012]

 과

본 , 시   시 치  개  향상시키고,  루어진 층   균[0013]

도  향상시키 , 시감 특  개 하고,  염  열  지하여 수  향상시키는 과가 다.

도  간단한 

도 1a는  시  하나   개략  단 도 다.[0014]

도 1b는  시  하나   개략  평 도 다.

도 2는 실시 들  는 시 치에 한 시스  도 다.

도 3  1실시 에  시  개략  평 도 다.

도 4는 2실시 에  시  하나   개략  평 도 다.

도 5는 3실시 에  시  하나   개략  평 도 다.

도 6  4실시 에  시  하나   개략  평 도 다.

도 7  5실시 에  시  하나   개략  평 도 다.

도 8  6실시 에  시  하나   개략  단 도 다.

도 9는 7실시 에  시  하나   개략  단 도 다.

도 10  8실시 에  시  하나   개략  단 도 다.

도 11  9실시 에  시  하나   개략  단 도 다.

도 12는 10실시 에  시  하나   개략  단 도 다.
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도 13  도 11  평탄 층  하는   나타낸 단 도들 다.

 실시하  한 체  내

하, 본   실시 들  시  도  통해 상 하게 한다. 각 도  들에 참[0015]

 가함에 어 , 동 한 들에 해 는 비  다  도 상에 시 라도 가능한 한 동 한 

가지도  하고 에 해야 한다. 또한, 본  실시 들  함에 어,  공지  또는 능

에 한 체   본  지  릴 수 다고 단 는 경우에는 그 상 한  생략한다.

또한,    하는  어 ,  1,  2, A, B, (a), (b) 등  어  사 할 수 다. 러[0016]

한 어는 그   다    별하  한 것  뿐, 그 어에 해 해당   본질

나 차  또는 순  등  한 지 않는다. 어   가 다  에 "연결", "결합" 또는 " " 다

고 재  경우, 그  는 그 다  에 직  연결 거나 또는  수 지만, 각 

 사 에 또 다   가 "연결", "결합" 또는 " "  수도 다고 해 어야 할 것 다. 같  맥락

에 , 어   가 다    "상"에 또는 "아래"에 다고 재  경우, 그  는 그

다  에 직  또는 또 다    개재하여 간  는 것   포함하는 것  

해 어야 할 것 다.

도 1a는  시  하나   개략  단 도 다.[0017]

도 1b는  시  하나   개략  평 도 다.[0018]

도 1a  도 1b  참 하 ,  시 (140) , (202) 상에  층(204), 층[0019]

(204) 상에 고, 게 트 극(206), 게 트 연막(208), 도체층(210)  스/드 극(212) 등  포함

하는 트랜지스 , 트랜지스  상에  평탄 층(214)  포함한다. 또한 시 (140) , (P)

량  생했  경우, 리 어  해 다  에 비해 폭    재하는 픽 극(220)과 에 

는 크(230, 230' 240)  포함한다.

, 크(230, 230', 240)는 층  루어질 수 고, 픽 극(220)에  다  에 비해 폭  [0020]

에 는 하 층(230,  230') , 질  루어진다. , 상 층(240)  질  루어지고,

격벽  역할  수행한다. 러한 하 층(230)  폭(w1, wc)  상 층(240)  폭(w2)보다 게 다.

크(230, 230', 240)에 해  픽 극(220) 상에는, 다층  루어진 층(242)  고, [0021]

층(242)  크(230, 230', 240)  도  공통 극(244)과 보 층(246)  순차  층 다.

술한 층(242)  크  프린  등  액 공   수 고,  경우에 어 , 층(242) ,[0022]

크(230, 240)  하는 가 리  께가 껍게 는 상  생하고, 는 도 하, 암비

하 등  시감 특  하시키고,  수  감시키는  생시킨다. 

 들 , 도 10a  C 역에 , 크(230, 230', 240)에 할수  층(242)  께가 꺼워지는 업[0023]

(Pile Up) 상  볼 수 다.

한편, 픽 극(220)에  폭   에 는 하 층(230)  폭(wc) ,  들어, 10㎛ 내지 50㎛  수[0024]

고, 는 개  감시킨다. 다시 말해 , 픽 극(220)에  폭   에 는 크(230, 230',

240)  하 층(230)에 해, 픽 극(220)과 공통 극(244) 사 가 연 어,  역에 는  어나지

않  에, 개  감 시키는  생한다.

도 1b  참 하 , 시 (140)  픽 극(220)  리 어  한 리 시  가질 수 고, [0025]

경우, 다  보다 폭   에  누  (Leakage Current)가 생한다. 체 , 도 1b  LC 

역에 는, 픽 극(220)에  공통 극(244)  는   가 픽 극(220)  가 질러 는 누

가 생한다. 누  가 생하 ,  동 압  가하고, 가 열 는  생한다.

하에 는, 술한 들  해결하는 시 (140)  시 치(100)에 하여 한다.[0026]

도 2는 실시 들  는 시 치에 한 시스  도 다.[0027]

도 2  참 하 , 시 치(100)는 시 (140),  동 (120), 게 트 동 (130),[0028]

타  트 러(110) 등  포함한다. 

우 , 타  컨트 러(110)는 스트 시스  는 수직/수평 동 신 (Vsync, Hsync)  상[0029]
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(data), 클럭신 (CLK) 등   타  신 에 하여  동 (120)  어하  한  어

신 (Data  Control  Signal,  DCS)  게 트  동 (130)  어하  한  게 트  어신 (Gate  Control

Signal, GCS)  한다. 또한, 타  컨트 러(110)는 스트 시스  는 상 (data)

 동 (120)에  사 하는  신  식  변 하고 변  상 (data')   동

(120)  공 한다.

 동 (120)는  타  컨트 러(110)  는   어신 (DCS)   변  상[0030]

(data')에 답하여, 상 (data')  계  값에 하는 압 값  신 (아날 그 신  

 압)  변 하여  라 (D1~Dm)에 공 한다.

게 트  동 (130)는  타  컨트 러(110)  는  게 트  어신 (GCS)에  답하여  게 트  라[0031]

(G1~Gn)에 스캔신 (게 트 스 또는 스캔 스, 게 트 신 )  순차  공 한다.

한편 시 (140) 상  각 (P)는, 라 들(D1~Dm)과 게 트라 들(G1~Gn)에 해  [0032]

역에 어 매트릭스 태  치  수 고, 1 극  픽 극(anode), 2 극  공통 극(cathode), 

층  포함하는 어도 하나   수 다.

본  에  시 (140)  픽 극(미도시) ,  (미도시)에  량  생했   리 어[0033]

(Repair) 하  한 리 시(Redundancy)  갖는다. 

(미도시) 량 , 시 (140)  픽 극(양극, 애 드, 캐 드)  공 상   등에 해[0034]

단락(Short)  어 생하거나, 시 (140)  픽 극(양극, 애 드, 캐 드)  어느 하나 상

에  결  생겨 생할 수 다. 뿐만 아니라,  량  얘 치 못하는 그 어 한 에 해 도 

생할 수 다. 

 같  (미도시) 량  생한 경우, 시 (140)  다 드(OLED)에 가 과[0035]

하게 거나 리지 않거나 또는 약하게 러, 해당 는,  또는 암  또는 약 암 가 어, 

량 가 다.

러한 량  리 어하  해 , 에 한 커 (Cutting) 또는 웰 (Welding) 처리가 루어질 수[0036]

는 ,  시 (140)  픽 극(미도시)  커  또는 웰  지  시하는 커  포 트(Cutting

Point)  또는 웰  포 트(Welding  point)  가진 리 시  포함한다. 리 시 는 픽 극(미도

시)  (미도시)에  다  에 비해 폭    어도 하나 재하는  갖는다.

본 에  재  (미도시) 량에 한 리 어 처리는,  하    공  단계에  [0037]

루어지거나,  하 후 고객  애프  비스(A/S) 청에 라 루어진다. 

한편, 각 (P)에는 게 트 라 (G1~Gn), 라 (D1~Dm)  고 압  공 하  한 고 압라[0038]

 어 다. 또한, 각 (P)에는 게 트라 (G1~Gn)  라 (D1~Dm) 사 에  스 칭 트랜지스

(Switching Transistor)가 어 고, 양극, 극  층    다 드  스 칭

트랜지스  스 극(  드 극)  고 압라  사 에  동 트랜지스 (Driving Transistor)가

어 다.

한편 시 (140)  각 (P)  픽 극(미도시)  가 리  가 첩하는 크(미도시)[0039]

포함할 수 다. 크(미도시)는 각 픽 극(미도시)  (미도시)  할시  시키고, 술한 픽

극(220)   과 는 크 (미도시)  께가, 픽 극(미도시)  역(미도시)과 는

크 (미도시)  께보다 낮게 다.

또한, 크(미도시)에  픽 극(미도시)   과 는  다 층  루어지고, 픽 극[0040]

(미도시)  역(미도시)과 는  단 층  루어진다. 

러한 크(미도시)는, 픽 극(미도시)   과 는  해, 리 시  갖는 픽[0041]

극(미도시)  누   생  지한다. 또한 시 (140)  개 (Aperture Ratio)  가시

키고, 픽 극(미도시) 상  층(미도시)  염  지할 수 는 과  갖는다. 뿐만 아니라, 층(미

도시)  균 도(Uniformity)  향상시킴 , 시 (140)  시감 특   수  향상 다.

하에 는 도 들  참 하여, 에 해 보다 상  한다.[0042]

도 3  1실시 에  시  개략  평 도 다.[0043]
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실시 들에  시 (140) , 도 2에 도시  에 한 지 않고, 다양한 (P)  다양[0044]

한 태  치  갖는 트랜지스 , 스 리지 캐 시  등  포함할 수 에 하여야 한다. 도 2에 , 픽

극(220)과 연결 는 트랜지스 나 스 리지 캐 시  등  도시 지 않았다. 

도 3  참 하 , 시 (140)  (미도시), (미도시) 상에 치하고, (EP)에  다[0045]

(221, 223)에 비해 폭   (222)  어도 하나 재하는 픽 극(220), (미도시) 상에 치하

고, 픽 극(220)  (EP)  할시  시키는 크(230, 230')  픽 극(220)  (EP) 상에

치하는 층(미도시)  포함한다.

여 , 픽 극(220)   (222)  (EP)가 할  고, 크(230)에  픽 극(220)  [0046]

 (222)과 는 크 (230')  께는, 크(230, 230')에  픽 극(220)  역(EA)과 

는 크 (230)  께보다 낮다.

(Emission Part, EP)는, (미도시) 상에 치하는 픽 극(220)에 , 막 트랜지스 에 연결  [0047]

 한  미한다.  들어, 픽 극(220)에  다  (221, 223)에 비해 폭   (222)

재하는 경우, (EP) 또한 에 어 폭  다.

본 에  시 (140)  픽 극(220)  (P)에 량  생했  경우,  리 어할 수[0048]

도  리 시  가질 수 다. , 술한 (EP)에 , 다  (221, 223)에 비해 폭  (도

2에 , 가  향  ) (222)  재하고,   커  한 커  포 트가 다.

본 에 재 , 도 3  도  참 하 , 픽 극(220)   (222) 란, 픽 극(220)  [0049]

(EP)에 는 에 어 , 다  (221, 223)에 비해 한 상    미한다. 

들어 하 , 도 2에 도시   같 , 픽 극(220)   (222) , 도 에  가  향  폭

다  (221, 223)에 비해 상   다. 다만, 는  편  해  들어 도시  것

고, 픽 극(220)   (222)  다양한 폭과 상   수 다.

도 3에 는, 시 (140)  4개  브픽 (Subpixel),   4개  가 도시 었고, 각각  [0050]

(P)는,  들어, 색(Red), 색(Green), 청색(Blue)  색상   한다. 본 에  시

(140)  (P)  크  태는, 상 하게  수 고, 각 (P)  열 또한 다양하게 계  수

에 하여야 한다.

한편, (미도시) 상에 치하는 크(230, 230')는, 픽 극(220)  (EP)  할시  시킨다. 다[0051]

시 말해 , 크(230, 230')는, 픽 극(220)  폭   (222)에 하는 크 (230')과, 픽 극

(220)  역(External Area, EA)에 치하는 크 (230)  루어진다.

도 3에 도시   같 , 크(230, 230')는 픽 극(220)과 가 첩 고, 픽 극(220)  한 [0052]

(202)  (  역)에 걸쳐 다. 리 어  한 (P) 에 어 는, 픽 극(220)   가

질러  수도 다.

도 4는 2실시 에  시  하나   개략  평 도 고, 도 5는 3실시 에  [0053]

시  하나   개략  평 도 , 도 6  4실시 에  시  하나  

 개략  평 도 고, 도 7  5실시 에  시  하나   개략  평 도 다.

도 4  내지 도 7  참 하 ,  2실시  내지 5실시 에  시 (140)   시 치[0054]

(100)는, 다양한  픽 극(220)  포함할 수 다. 러한 픽 극(220)  (P)에 단  생하

 경우, 리 어  한 다양한  가질 수 다.

 들 , 도 4에 도시   같 , 픽 극(220)  (EP)에  앙  폭  다  (221, 223)[0055]

에 비해 게 다. 여  폭(Width)  도 에  가  향   미한다.

단 과 같   량  어난 경우, 픽 극(220)  폭   (222)   커 하게 다. 픽[0056]

극(220)  ITO(Indium Tin Oxide)  같  한 재질  루어진 경우, 리 어  한 마커(Marker)가 가

포함  수 다.

또한 리 어에 라, 해당 (P)  (EP)   감 하게 고, 는, 해당 (P)  도  어뜨[0057]

린다. 하지만, 러한 도 감 는 해당  공 는  압  변경하는 식 등  통해 내  또는 

 보상  하여, 도 감  보상한다. 
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크(미도시)는,  픽 극(220)  상에  하여,  폭   (222)  상에 다.  다시 말해  크[0058]

(230, 230')는, 폭   (222)에 는 크 (230')  포함하고, 폭   (222)에 는

크 (230') , 하게 폭   (222) 만큼에 어 거나, 픽 극(220)에  폭  

다  (221, 223)에 도  다.

, 에 한 커  공 에 어 , 2실시 에  픽 극(220) , 칭  하게  [0059]

 재하는 상  가지므 , 각  신 과 같  다  에 가 사 는 것   수 

는 과가 다.  

다   들 , 도 5에 도시   같 , 픽 극(220)  (EP) 앙 에  폭  다  에 비[0060]

해 게 다. 다만, 도 3  픽 극(220)  칭   가진 , 도 4에 도시  픽 극(220)

경우, 비 칭  상  갖는다.  

한편, 4실시 에  시 (140)  픽 극(220)  다  에 비해 폭   (222)  복[0061]

수  재한다. 러한 경우, 크(230, 230')는, 에 하여, 폭   (222)  곳에 도  

  개  크 (230')  포함한다. 

다만, 시 (140)  에 한 지 않고, 픽 극(220)에  폭   (222)    상[0062]

재할 수도 고, , 폭   (222)에 는 크 (230')  마찬가지    상 재할

수 다. 

도 7  참 하 , 5실시 에  시 (140)  픽 극(220) , 도 3 내지 도 5  비 하여, 도[0063]

에   향  폭   (222)  재한다. 라 , 5실시 에 , 픽 극(220)   

(222) 란, (EP)에 해당하는 픽 극(220)에 ,  향  다  에 비해 하게  

미한다.

크(230,  230')에 ,  픽 극(220)  폭   (222)과 는 크 (230') ,  러한 픽 극[0064]

(220)  상에 하여, 도   향  다. 또한, 도 5  같 , 도 에   향   

 상에  수도 다. 

상  한 픽 극(220)  리 시 는,  편  해  들어 한 것 고, 본 에[0065]

 시 (140) , 에 한 지 않고, 다양한 태  픽 극(220)  포함할 수 다.

한편, 술한 시 (140)  시 치(100)는,    치에 비하여, 픽 극[0066]

(220)   (222)과 는 크 (230')  께가, 픽 극(220)  역과 는 크

(230')에 비해 게 고, 층(미도시)  께보다 게 다. 라 , 도 1a  C 역과 같  

업 상  지하고, 층(미도시)  균 도  향상시킨다. 에 라  수  늘어나고, 열 가

지 는 과가 다. 

또한 픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')  폭  도 1a에 비해 게 다.  들[0067]

, 1㎛ 내지 10㎛   갖는다. 라 , (P)  개  하게 향상시킬 수 다.

뿐만 아니라, 술한  같 , 층 수  감  통해 원가가 감 고, 공  시간  단 , 크(230,[0068]

230')  과 에  생할 수 는 염 질  층(미도시)에 남아,  특  열 시키는 것  

한다.

한편, 픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')  해, 리 시  픽 극(220)에[0069]

생할 수 는 누   차단하는 과  갖는다. 

도 8  6실시 에  시  하나   개략  단 도 고, 도 9는 7실시 에  [0070]

시  하나   개략  단 도 다.

도 8  도 9  참 하 , 시 (140) , (202) 상에  층(204), 층(204) 상에 [0071]

고 게 트 극(206)과 도체층(210)과 스/드 극(212)  포함하는 트랜지스  포함한다. 게 트

극(206)과 도체층(210)  사 에는  층  연시키는 게 트 연막(208)  고, 스/드 극(212)

상에는 평탄 층(214)  다. 또한 평탄 층(214) 상에는 컨택  통해 스/드 극(212)과 

 연결 는 픽 극(220)  치한다.

1 극(220) 상에는, 1 극(220)과 가 리가 첩 어 1 극(220)   시키는 크(230, 230',[0072]
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240)가 치한다. 

또한,  시 (140) ,  픽 극  (EP)  상에  치하는  층(242)  포함하고,  크(230,[0073]

230', 240)  층(242) 상에  2 극(244)  공통 극(244) 상에  보 층(246)  포함한다.

우 ,  (202) ,  래스(Glass)  뿐만  아니라,  PET(Polyethylen  terephthalate),  PEN(Polyethylen[0074]

naphthalate), 폴리 미드(Polyimide) 등  플라스틱  등   수 다. 

러한 (202) 상에는 순원  침  차단하  한 층(buffering layer, 204)  비  수 다.[0075]

층(204)   들어 질 실리 (SiNx) 또는 산 실리 (SiOx)  단 층 또는 다수층  다.

게 트 극(206)  게 트신  트랜지스 에 달하는 능  수행하고, Al, Pt, Pd, Ag, Mg, Au, Ni, Nd,[0076]

Ir, Cr, Li, Ca, Mo, Ti, W, Cu  어도 하나 상   또는 합 , 단 층 또는 다수층  다.

또한 도체층(210)과  연결 는 스/드 극(212) , 크 (Cr) 또는 탄탈 (Ta) 등과 같  고

  나 에 한 지 않는다.

한편,  도체층(210) ,   산 ,   들어  IGZO(Indium  Galium  Zinc  Oxide),  ZTO(Zinc  Tin  Oxide),[0077]

ZIO(Zinc Indium Oxide)  어느 하나  수 나 에 한 지 않고, 비 질 실리 (a-Si) 나 다결  실리

(Polysilicon)  루어질 수 다.

게 트 연막(208) , SiOx, SiNx, SiON, Al2O3, TiO2, Ta2O5, HfO2, ZrO2, BST, PZT  같  연 질 또는[0078]

 들어 사 클 (BCB)과 아크릴(acryl)계 수지(resin)  포함하는 연 질, 또는 들  합

 루어진다.

게 트 극(206),  도체층(210),  스/드 극(212)  등  포함하는 트랜지스 는, ,   게 트[0079]

(Bottom gate) 식  도시 었지만, 본  에 한 지 않고 탑 게 트(Top gate) 식에 할 수 

다.

시 (140) , 술한 게 트 연막(208) 에도 다  연막들  비할 수 다.[0080]

한편, 평탄 층(214)  계  강도, 내 습 , 막 , 생산  등  고 하여, 수  질  갖는 [0081]

막 또는 막 ,  들어, 폴리스티 (Polystyrene), 실 계 수지(Siloxane Series Resin), 아

크릴 수지(Acrylic Resin)SiON, 질 실리 (SiNx), 산 실리 (SiOx), 산 알루미늄(AlOx)  어느 하나  

다. 또한 평탄 층(214) , 플루 린(Fluorine) 등  수  질  포함할 수 다.

러한 평탄 층(214) 상에  픽 극(220) , 애 드 극(Anode, 양극)  역할  하도  함수 값[0082]

비  크고, 한 도  질,  들  ITO 또는 IZO  같   산 , ZnO:Al 또는 SnO2:Sb  같

과 산  합 , 폴리(3- 틸티 ), 폴리[3,4-(에틸 -1,2- 시)티 ](PEDT), 폴리피   폴리

아닐린과 같  도  고  등  루어지거나, 탄 나 브, 그래핀, 나 어 등  루어진다.

또한 상  식(Top Emission)  경우, 사  향상  해 1 극(220)  상/하 에 사  우수한[0083]

질,  들 , 알루미늄(Al) 또는 (Ag)  사  보 극    수 다.

픽 극(220)에는, 술한  같 , (EP)에 , 다  (221, 223)에 비해 폭   (222)  [0084]

고, 는 리 어  한 커  포 트(Cutting Point) 다.

한편, 크(230, 230', 240)는, (202) 상에 치하고, 픽 극(220)  (EP)  할시  시킨다.[0085]

러한 크(230, 230', 240)에  픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')  께(t1')는,

크(230,  230')에  픽 극(220)  역(EA)과  는  크 (230,  240)  께(t2)보다  낮다

(t2>t1). 또한 픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')  께(t1')는 역(EA)과 

는 크 (230, 240)  하 층(230)  께(t1)  동 하거나 상 하게 다. 

, 크(230, 230')에  픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')  루는 층 수는, [0086]

크(230, 230')에  픽 극(220)  역(EA)과 는 크  루는 층 수보다 다.   

 들어 하 , 크(230, 230', 240)에  픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')[0087]

단 층  루어지고, 크(230, 230')에  픽 극(220)  역(EA)과 는 크 (230, 240)

층  루어진다. 러한 크(230, 230', 240)에  픽 극(220)  역(EA)과 는 크 

(230, 240)  하 층(230) , 크(230, 230', 240)에  픽 극(220)   (222)과 는 크
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(230')과 동 한 질  루어진다.

체 , 픽 극(220)  역(EA)과 는 크 (230, 240)  하 층(230)  픽 극(220)[0088]

  (222)과 는 크 (230')  동 한 질,  들 , 산 실리 (SiOx) 또는 질 실리

(SiNx)  루어진다.

픽 극(220)   (222)과 는 크 (230') , 픽 극(220)  리 시  하여, 폭[0089]

  (222)에  생할 수 는 누   지하는 능  수행한다(도 1b 참 ). 누  는, 픽

극(220)  폭  아지  꺽 는 (도 1b에  LC 역)에  생할 수 고, 질  루어진 크

(230')   지하는 능  갖는다.

또한  픽 극(220)   (222)과  는  크 (230') ,  픽 극(220)  (EP)[0090]

할시킨다. , 러한 크 (230') 상에 는 층(242)에 한  생하지 않게 고, 에 라

픽 극(220)   (222) , (EP)가 할  고,  (222)에 는 상  지 않

는다.

,  픽 극(220)  역(EA)과  는  크 (230,  240)   상 층(240)  수  갖는[0091]

질,   들 ,  폴리스티 (Polystylene),  폴리 틸 타아크릴 트(PMMA),  사 클 계  수지

(benzocyclobuteneseries resin), 실 계 수지(siloxane series resin)  실란 수지(silane), 아크릴 수

지(Acrylic Resin) 등  루어.

픽 극(220)  역(EA)과 는 크 (230, 240)  상 층(240) , 수  가짐 , 액[0092]

공 에 해 는 층(242)  하는 질 , (EP)   러 치는 것  지하는 격벽

역할  수행한다. 액 공 에 한  액  친수  띄므 , 수  갖는 상 층(240)과  

 해, 크(230, 240)  해  역 안에  건  수 다.

러한 픽 극(220)  역(EA)과 는 크 (230, 240)  하 층(230)  폭(w1)  상 층(240)[0093]

 폭(w2)보다 클 수 다. 는 층(242)  균 도(Uniformity)  향상시키는 능  수행한다. 

체 , 크  프린 과 같  액 공  수행하는 동안, 크  프린  치   액상   [0094]

액  사 또는 드 핑 하게 고, 러한 상태에  열처리  진행하여 건   경 시킴  층(242)

다. 하지만 크(230, 240)  러싸  역 내  앙  비하여 크(230, 240)  하는 가

리  께가 껍게 는 상  생할 수 고, 는 도 하, 암비 하 등  시감 특  하

시키고,  수  감시키는  생시킨다. 는 경 는 과 에  크(230, 240)  하는

 상  느리게 경  앙  경 가 루어지  내   액  고  가

리  동하고  상태에   경  다.

하지만, 본 에  시 (140)  경우에는, 하 층(230)  폭(w1)  상 층(240)  폭(w2)보다[0095]

크게 함 , 층(242)  평탄한  루는 역  시키게 고, 에 라 상에 고 어

운  없  고  도 특  할 수 게 고, 층(242)  열  억 하여 수  향상 는 과

 갖는다.

다만, 술한 시 (140) ,  편  해 시  한 것  뿐, 본  에 한[0096]

지 않고, 다 층  루어지지 않  경우에도, 상  하  폭  달리하여, 같  과  할 수 

에 하여야 한다.

한편, 픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')  께(t1')는, 픽 극(220)  역[0097]

(EA)과 는 크 (230, 240)  께(t2)보다 낮고, 층(242)  께(t3)보다 낮다 

여 ,  크 (230')  픽 극(220)   (222)에  생하는  누  지하는  능[0098]

수행하고, 께가 상  낮도  , 개  시키는 과  생시킨다.

다시 말해 ,  시 과 달리, 픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')[0099]

 폭(w1')과  께(t3)  하여,  개  다.  한편,  크 (230')  층수(또는  께)

하여, 공  시간  공  수  단 시   원가  감시키고, 크(230, 230', 240)  하는 공

에  생하는 염 질  하여, 층(242)  열  상  지하는  갖는다. 또한, 러한 

크 (230')  해, 층(242)  께(t3)가 균 하도  만드는 과가 다.
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한편, 도 9에 도시   같 , 7실시 에  층(242) , 다 층  루어질 수 고, 층(242)[0100]

 다 층  어도 하나  층  액 공 에 해 다. 층(242) ,  들어, 픽 극(220) 상

 순차 , 공주 층(hole injection  layer, 242a), 공수 층(hole transporting layer, 242b),

층(emitting  material  layer,  242c),  수 층(electron  transporting  layer,  242d)   주 층

(electron injection layer, 242e)  5 층  거나, 또는 공수 층, 층, 수 층  

주 층  4 층 , 공수 층, 층, 수 층  3 층   수 다.

크  프린 나  프린 과 같  액 공 , 원가가 하고, 량 생산에 합하 ,  스플[0101]

에  공 고, 본 에  시 (140) , 술한  같 , 액 공 에 수 하여

생할 수 는 들  지한다.

한편, 크(230, 230' 240)  층(242) 상에는 공통 극(244)  치한다. 공통 극(244) , 캐 드 극([0102]

극)  수 고, 함수 값  비   질  루어진다.  들어, 시 (140)  하  

식  경우, 사   고, 1 ,  들어 Ag 등과 2 ,  들어 Mg 등   비  

 합  단 층 또는 들  다수층  수 다.

한편, 2 극(244) 상에 는 보 층(246) ,  막  거나, 프릿(Frit)  한  수[0103]

도 나, 에 한 지 않고 다양한 식에 할 수 다.

하에 는, 술한 시 (140)   동 한 에 해 는  생략한다.[0104]

도 10  8실시 에  시  하나   개략  단 도 다.[0105]

도 10  참 하 , 8실시 에  시 (140)  크(230, 230')는  단 층  갖는다. [0106]

술한  같 , 픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')  께(t1)는, 픽 극(220)[0107]

역(EA)과 는 크 (230)  께(t2)보다 낮거나, 층(242)  께(t3)보다 낮  수 다.

다시 말해 , 픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')만  께(t1')  상  낮게 [0108]

하여 개  향상시킨다. 또한 픽 극(220)  역(EA)과 는 크 (230)  게( 께 t2)

하 , 하  폭(w1)  상  폭(w2)보다 크게 하여, 층(242)  균 도  향상시키고, 

층(242)  열  지하여, 시감 특   수  향상시킨다.

, 픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')  격벽  역할  하고, 픽 극(220)  [0109]

 (222)과 는 크 (230')  누   지하는 능  수행한다.  크(230, 230')는

수  갖는 질  다.

도 11  10실시 에  시  하나   개략  단 도 다.[0110]

도 11  참 하 , 시 (140) , (202) 상에 치하는 평탄 층(214), 평탄 층(214) 상에 [0111]

치하고, (EP)에  다  에 비해 폭   (222)  어도 하나 재하는 픽 극(220), 평탄

층(214)  상에 치하고,  픽 극(220)에  (EP)  할시  시키는 크(230,  230')   픽 극

(220)  (EP) 상에 치하는 층(242)  포함한다. 

여 , 픽 극(220)   (222)  (EP)가 할  고, 크(230, 230')  께(t1')는 [0112]

층(242)  께(t3)보다 낮다. 

여 , 평탄 층(214)  수 (Hydrophobic)  갖는 질,  들 , 폴리스티 , 아크릴계 수지, 실[0113]

계 수지,  산 실리  또는 질 실리  등  루어지고, 플루 린 등  수  질  포함한다. 평탄 층

(214)  수  해, 친수  갖는  액   , 층(242)  크(230, 230')  픽

극(220)  에 지 않게 다. 다시 말해 , 수  갖는 평탄 층(214)  층(242)

공 에   액  비 역  는 것  지하는 격벽  능  수행한다.

한편, 크(230, 230')는 질  루어질 수 고, 라  픽 극(220)   (222)과 는 [0114]

크 (230') , 픽 극(220)에  생할 수 는 누   지하는 연막  능  수행한다. 또한 픽

극(220)   (222)과 는 크 (230')  께(t1')가 도  어 층(242) 

께(t3)  하게 지시키고, 폭(wp)  상  도  계 어, 개  향상시키는 과  갖는다.

픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')  께(t1')는 다  크 (230)  께(t1)
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같거나 상 하게 다.

도 12는 11실시 에  시  하나   개략  단 도 고, 도 13  도 12  평탄 층[0115]

 하는   나타낸 단 도들 다.

도 12  참 하 , 11실시 에  시 (140) , (202) 상  평탄 층(214)  포함하고, 평[0116]

탄 층(214) 상에 고, (EP)에  다  에 비해 폭   (222)  어도 하나 재하는 픽

극(220), 평탄 층(214) 상에 치하고, 픽 극(220)에  (EP)  할시  시키는 크  픽

극(220)  (EP) 상에 치하는 층(242)  포함한다.

여  평탄 층(214)   수  처리가 어  수 다. 도 13에 는 수  처리에 한  [0117]

하도  한다.

도 13  참 하 , 평탄 층(214) 질  하   상에 도포 고, 러한 평탄 층(214) 질에는[0118]

수  질(214a)  포함 어 다. 

평탄 층(214)  질 , 수  갖는 질,  들어, 폴리스티 , 실 계 수지  아크릴계 수지[0119]

 하나 다. 수  질(214a)  플루 린(Fluorene)  수 나, 에 한 지 않는다.

술한 평탄 층(214) 질에 크(Bake) 공  수행하 , 수  질(214a)  평탄 층(214) 질[0120]

 상  동하게 다. 후, 평탄 층(214) 질에  처리  하 , 평탄 층(214) 질  루

는 들  에 해  결합(Linking)하고, 수  질(214a) 또한  결합한다. 

러한 과 에 라 평탄 층(214)  상  ( )에 한 수  처리가 가능하고, 액에 한 격벽[0121]

 역할  수행한다.

러한 평탄 층(214)  수  띄는  재  해 , 층(242)  공 에 어 ,  액에[0122]

한 격벽  능  수행한다.

한편,  층(242)  공주 층(242a),  공수 층(242b),  층(242c),  수 층(242d),  주 층[0123]

(242e) 등  다 층  루어지고, 층(242)  다 층  어도 하나  층  액 공 에 해 다.

액 공  시 (140) 또는 시 치(100)  , 량 생산에 합한 공 ,

 원가가 하고, 공  시간  단 는  다.

본 에  시 치(100)는, 술한 실시 들에  시 (140)  포함한다. [0124]

체 , 시 치(100)는, (202) 상에 치하고, (EP)에  다  에 비해 폭  [0125]

(222)  어도 하나 재하는 픽 극(220),  픽 극(220)  가 리  첩 도  치하고, 가

픽 극(220)   (222)에 어  크(230, 230', 240)  픽 극(220)  (EP) 상에

치하는 층(242)  포함하 , 크(230, 230', 240)에  픽 극   (222)과 는 크

(230')  께(t1')는 층(242)  께(t3)보다 낮다.

여 , 층(242)  액 공 에 해 고,  다층  다.[0126]

한편, 크(230, 230', 240)에  픽 극(220)   (222)과 는 크 (230')  질  [0127]

루어진다.

실시 들에  시 치(100)  크(230, 230', 240)에  픽 극(220)   (222)과 [0128]

는 크 (230')  께(t1')는, 크(230, 230', 240)에  픽 극(220)  역(EA)과 는 크

(230, 240)  께(t2)보다 낮게 다.

또한,  시 치(100)는,  (202)과  크(230,  230',  240)  사 에  치하는  평탄 층(214)[0129]

포함하 , 평탄 층(214)  수  갖는 질  루어진다.

리하 , 실시 들에  시 (140)  시 치(100)는, 액 공   층[0130]

(242)  리 어  한 리 시  갖는 픽 극(220)  포함하고, 액 공 과 리 시 에 

는 크(230, 230', 240)    치  가짐 , 개  극 하고, 층(242)  균 도  향

상시키 , 층(242)  염 또는 열  지하여 시감 특   수  개 시키는 과  갖는다.

상 도  참 하여 실시 들  하 나 본  에 한 지 않는다.[0131]
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상에  재  "포함하다", " 하다" 또는 "가지다" 등  어는, 특별  는 재가 없는 한, 해당[0132]

 가 내재  수  미하는 것 므 , 다    하는 것  아니라 다   

 포함할 수 는 것  해 어야 한다. 술 거나 과학  어  포함한 든 어들 , 다 게 

지 않는 한, 본  하는 술 야에  통상  지식  가진 에 해  해 는 것과 동

한 미  가진다. 사 에  어  같   사 는 어들   술  맥 상  미  

치하는 것  해 어야 하 , 본 에  하게 하지 않는 한, 상 거나 과도하게 식  

미  해 지 않는다.

상   본  술 사상  시  한 것에 과한 것 , 본  하는 술 야에[0133]

 통상  지식  가진 라  본  본질  특 에  어나지 않는 에  다양한 수   변  가

능할 것 다. 라 , 본 에 개시  실시 들  본  술 사상  한 하  한 것  아니라 하

 한 것 고, 러한 실시 에 하여 본  술 사상  가 한 는 것  아니다. 본  보

는 아래  청 에 하여 해 어야 하 , 그  동등한  내에 는 든 술 사상  본 

리 에 포함 는 것  해 어야 할 것 다.

 

202:                          204: 층[0134]

206: 게 트 극                   210: 도체층

212: 스/드 극              220: 1 극
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